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内容概要

　　《电子学原理与应用》是普通高等教育&ldquo;十一五&rdquo;国家级规划教材，吸收了国内外同
类优秀教材的主体思想、内容、方法和手段，并将作者多年的教学、科研经验有机融合到教材中。
《电子学原理与应用》内容包括：固态电子学、二极管与二极管电路、场效应管、双极型三极管、小
信号放大器、功率放大器、运算放大器、振荡器、电子控制器件和电路、直流稳压电源。
　　扎实的理论功底与将基本原理转化到工程应用中的技能是创新的要素。
《电子学原理与应用》以基本的物理概念和基本的数学分析过程为基础，引出由器件基本特性构成的
电路模型，这个过程尽可能论据充足，使读者充分理解不同的工作条件下，如何合理建立相应的电路
模型。
为适应现代微电子技术发展的趋势，将M0sFET作为重点内容介绍。
从MOS电容的特性入手，建立MOSFET的导电模型，并对高密度MOS集成电路中的一些问题及解决办
法做较详细介绍。
电子技术的应用领域不断拓展，新的技术与器件层出不穷，本教材内容的选择尽可能反映当前电子新
技术在工业领域的新应用。
在基本内容的选取上，充分体现了当前电子工程应用中模拟与数字、线性与非线性等相互结合的特点
。
《电子学原理与应用》使用相当多的篇幅，通过工程实例讨论了电磁兼容问题的解决方案，将为工程
技术人员设计一个可靠的电子产品提供有用韵思路。
　　《电子学原理与应用》适于作为高等学校电气信息、电子信息类各专业模拟电子技术课程的教材
，也可作为工程技术人员的参考书。
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章节摘录

　　固态材料革新和其后集成电路制造技术的开发，使得电子学和现代信息技术发生根本性变化。
现在我们使用硅和其他半导体晶体制作集成电路（IC），在4cm。
的基片上可以制作上千万个元件，其中最有用的，如构成个人计算机和工作站的高速微处理器和存储
器。
现在世界上许多公司已在制作1G甚至存储量更大的存储器芯片，在这些芯片上至少有10。
个三极管和10。
个电容，总的元件数超过2&times;10个。
　　促使电子系统日新月异的基础是对固态物理学的准确理解，以及将必要的基础理论加以发挥并用
到实际制造过程，集成电路的制造就是一个将许多基本原理加以深化的例子。
集成电路制造所需知识包括：物理、化学、电工程、机械工程、材料工程以及冶金学等。
这些就是基本的理论基础。
要使基本原理深化须解决多方面问题，但这使得固态电子学成为一个令人神往的专门领域。
　　我们研究电路时往往将一个电子电路看成一个&ldquo;黑匣子&rdquo;，用一组端部方程描述电路
性能。
同样地我们也将每个器件的特性用一组端部电压电流方程组表示。
但是为了理解器件的底层工作性能，设计师必须超出&ldquo;黑匣子&rdquo;的简化模型，了解器件内
部特性。
由器件基本特性构成的模型有助于我们理解存在的限制条件并合理使用一个特殊的模型。
特别是在实验结果是违背原有模型时，这种方法很有效。
这一章的目的之一是进一步理解半导体器件的基本工作原理，以便使用与课文相配套的模型。
　　本章的取材为理解后续章节所涉及的半导体器件的工作特性提供必要的基础。
我们从研究晶体的工作特性开始，并以最有用的硅晶体为例，通过研究它的电导率与电阻率讨论它的
导电机理。
根据用途不同，需要控制它的电导率与电阻率，这一章讨论了相应的掺杂技术。
　　&hellip;&hellip;
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